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Amplificador de Pequeña Señal con Transistores Bipolares 
 

 
 
Aplicación de un amplificador de pequeña señal: 
 

 
 

Parlante: La señal eléctrica se aplica sobre la bobina 
cilíndrica de hilo que está unida al diafragma. La bobina 
genera entonces un campo magnético sobre el el imán 
fijado a la membrana. Al vibrar el imán, se mueve 
también la membrana. Al vibrar la membrana, mueve el 
aire que tiene situado frente a ella, generando así
variaciones de presión en el mismo, o lo que es lo 
mismo, ondas sonoras.

Micrófono: la vibración del diafragma 
provoca el movimiento de una bobina móvil 
o cinta corrugada anclada a un imán 
permanente, con lo que se genera un 
campo magnético, cuyas fluctuaciones son 
transformadas en tensión eléctrica. 

Amplificador 
de Pequeña 

Señal

Ganancia del 
amplificador

Zi Zo

Termistor: resistencia eléctrica
que varía su valor en función de 
la temperatura. 

Galga: resistencia eléctrica
que varía su valor en función 
de las deformaciones en la 
estructura del material.

Piezoeléctrico: al ser sometidos a 
tensiones mecánicas adquieren 
una polarización eléctrica en su 
masa, apareciendo una diferencia 
de potencial y cargas eléctricas en 
su superficie 

Amplificador 
de Pequeña 

Señal

Termostato: componente que abre 
o cierra un circuito eléctrico en 
función de la temperatura.

Antena: en presencia 
de un campo 
magnético se induce 
una corriente alterna 
en la antena y un 
voltaje entre sus 
terminales.
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Amplificador de pequeña señal Bipolar 

 
 
Modelo de Pequeña Señal 
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Parámetros híbridos para el transistor 
 

hie =                     hre = 0     hfe = β     hoe → ∞       
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Transistor con dos etapas: 
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Tarea: 
Diseñar el circuito mostrado para garantizar 
una ganancia de voltaje mayor a 50 y una 
impedancia de entrada mayor a 1KΩ.
Mostrar como varían los valores anteriores 
ante variaciones de la temperatura.
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Encontrar la ganancia y la impedancia de entrada si RE  =  4 KΩ y se quiere 
una máxima excursión simétrica. 
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Tarea: 
Para el siguiente circuito encontrar la ganancia de voltaje Av = Vo/Vi


